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[はじめに] カーボンナノウォール(CNW)は、数層から百層程度積層したグラフェンが基板に自

立した壁状構造を持つナノカーボン材料である。我々はこれまで、原料ガスの分解効率が高いな

どの利点を有するホットワイヤーCVD法を用い、フィラメント１本による CNW の作製を行って

きた。しかし、フィラメント 1 本での作製では、基板面内でウォール高さや構造に分布が出来る

という問題があった。ホットワイヤーCVD法では、フィラメントの本数を増やすことで大面積化

が可能である。しかし、CNWのような微細な構造を持つナノ材料では、構造にムラができる可能

性がある。そこで、本研究ではフィラメント 2 本による CNW の作製を行い、その構造の均一性

について調べた。 

[実験方法] CNW試料は、原料ガスに CH4を用いて、ホットワイヤーCVD法により作製した。

基板には結晶 Si基板を用い、フィラメント温度は 1950℃、反応室内の圧力は 175Pa、基板加熱温

度は 700℃とした。また、フィラメント基板間距離は 10mm とした。作製した試料は、走査型電

子顕微鏡(SEM)とラマン分光を用いて評価した。 

[結果と考察] フィラメント 1本で作製した CNWのウォール高さの分布をもとに、2本のフィ

ラメント間距離を 10.1mm とした。図 1 に、フィラメント 2 本で作製した試料のウォール高さと

IG/IDのフィラメント配置に対して垂直方向における分布を示す。なお、ウォール高さは断面 SEM

像より、IG/IDはラマン散乱スペクトルで観測される G ピークと D ピークの強度から求めた。図 1

より、2 本のフィラメント間約 10mm の幅において、ウォール高さがほぼ均一であることが分か

る。また、IG/ID もほぼ一定であることから、フィラメント間隔を調節することで、2 本のフィラ

メント間においてほぼ均質な CNW を作製することができることが分かった。以上の結果より、

さらにフィラメントの本数を増やすことで均質な CNW を大面積で作製できると考えられる。 

詳細は、他の結果も含めて、当日報告する。 

 

Fig.1 Distribution of wall height and IG/ID ratio of CNWs deposited using two filaments. 
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